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Anexa 1. Unele proprietiti ale semiconductorilor de Ge, Si si GaAs

Ge Si GaAs InP
Nr atomilor in 1 cm®| 4,42 10% 5,0 10% 4,42 10%
Greutatea atomica 72,60 28,09 144,63 145,79
Structura cristalind diamant diamant zinchlend | zinchlend
Densitatea, g/cm?® 5,3267 2,328 5,32 4,81
Constanta 16 11,9 13,1 12,4(5)
dielectrica
Densitatea (efectivd a)] 1,04 10° 2,810 4,7 10V 5,2 10Y
starilor in banda de
conductie, Nc, cm™
Densitatea (efectivi 6,0 1018 1,04 10%° 7,0 10Y7 1,1 10%°
a) starilor in banda
de valentd, Nv, cm™
Masa efectiva
m*/mo
electronilor | m*=1,64 |m*= 0,98 0,067 0,08
m¢*= 0,082 | m*=0,19
golurilor {mjy*= 0,044 | mp*= 0,16 |mi*= 0,082 | my, =0,089
mmn*= 0,28 | mpn*= 0,49| mpn*= 0,45 mnh=0,6
Afinitatea 4,0 4,05 4,07 4,5
electronilor, x (4,38)
Latimea benzii 0,66 1,12 1,424 1,35
interzise, eV
Concentratia 2,4 101 1,45 10 1,79 10° 107
intrinsecd, cm™
Lungimea Debye, um 0,68 24 2250
gkBr/ qudopant)ll2
Rezistivitatea 47 2,310° 108 8,6 107
intrinsecd, Ohm cm
Constanta retelei, A 5,64613 5,43095 5,6533 5,8686
Coeficientul liniar 5,810 2,6 10 6,86 10° 4,6 10C
de dilatare termica,
AL/LAT, °C™?
Temperatura de 937 1415 1238 1062
topire, °C
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Timpul de viatd a 103 2,5103 108 108
purtatorilor
minoritari, s
Mobilitatea de
drift, cm?/V s

electronilor 3900 1500 8500 4600
golurilor 1900 450 400 200
Energia fotonului 0,037 0,063 0,035 0,043
optic, eV
Parcursul liber 105 76/55 58

pana la emisia
fotonului optic, A

Temperatura 0,31 0,7 0,35 0,31
specifici, J/g °C
Coeficientul de 0,6 15 0,46 0,68

conductie termica

la 300 K, W/cm 0C
Coeficientul difuziei 0,36 0,9 0,14 0,372
termice, cm?/s

Anexa 2. Conversii utile

1eV=1,6022101°CV=1,602210"%]

E = hv =hc/A =1239,8 ¢V/A / nm)

KT = 25,86 meV (T=300K) sau KT = 25,25 meV (T=20 °C)
1 amper (A)=1C/s

1C=1As

1 farada (F)=1C/V

1henri (H) =1Vs/A

ljoule (J)=10"erg=1Ws=6,2510%eV=1Nm=1CV
1volt (V) =1WI/IA=1JAs

Anexa 3. ISO 20473 pentru divizarea radiatiei infrarosii:
Infrarosu apropiat (NIR near-infrared) si lungimea de undé 0,78 — 3,0 um.
Infrarosu mediu (MIR-mid-infrared) si lungimea de unda de 3,0 — 50 um

Infrarosu indepartat (FIR - far-infrared) si lungimea de unda 50-1000 pm.
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Anexa 4. Constantele fizice

Constanta Simbolul Valoarea
Angstrem A 1A =10* um, 10
cm, 10%m
Numirul lui Avogadro Navo 6,02204 10% mol*!
Raza Bohr 0B 0,52917 A
Constanta Boltzmann (= R/Navo) k 1,38066 102 J/IK
8,617 10° eV/K
Sarcina elementara q 1,60218 10 C
Masa electronului liber Mo 0,91095 10°*° kg
Electronvolt eV 1eV =1,60218 10*°)
Constanta gazelor =kNavo R 8,3143 J /K mol
Constanta Rydberg Re 2,179 108 )
Masa de repaus a electronului Me 9,1096 10 kg
Magnetonul Procopiu-Bohr e -92732 10 A m?
(=eh/2me)
Permeabilitatea magnetica a Mo 1,25663 108 H/cm
vidului (=4r 10°)
Permitivitatea vidului (=1/poC?) 0 8,85418 10" F/cm
Impedanta vidului (= €) Zo 376,730314 Ohm
Constanta Planck h 6,62617 1034 J s
4,1356 10 eVs
Constanta Dirac (constanta Planck h 1,05458 10-34 J s
redusi)(=h/2n) 6,5821 10" Vs
Viteza luminii n vid c 2,99792 10%° cm/s
Lungimea de unda a fotonului cu A 1,23977 pm
energia de 1 eV
Zero absolut pe scara Celsius °C -273,15
Unitatea atomicd de masa mu=1u | 1,66054 10" kg

i (pronuntare h barat) — factorul de proportionalitate intre energie si
frecventa unghiulara (pulsatie): E =hw
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Anexa 5. Dependenta benzii interzise de temperaturi in unele
semiconductoare
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si a parametrilor @, p pentru calculul acestei dependente conform relatiei

Eg(T)=Eg(0)—§—

2
+p

‘ ”GermaniumH Silicon H GaAs ‘
EG(0) [eV])| 0.7437 1.166 1.519
a[eVK] || 4.77x 10 [4.73x 10%5.41 x 107

| p] | 235 | e | 204 |
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Anexa 6. Parametrii unor materiale ssmiconductoare

EEP L i aO & Nc N-r
eV cm’ cm nm £ cm’ cm”
Compusul | 300K V'g™? V's? Structura I afc pentru wurtzite
Banda interzisa indirecta a semiconductorilor
Si 1.12 1900 500 d 0.543072 11.8 [ 3.2x10" | 1.8x10" |
Ge 0.67 3800 1820 d 0.565754 16 1.0x10" 5.0X10r
AlP 2.52 80 Z 0.54672
AlAs 2.16 1200 420 4 0.56622 10.9
6H SiC 2.39 200 18 W 0.3073/1.0053 10.2 | 8.9x10" | 2.5x10" |
Banda interzisa directd a semiconductorilor
a-Sn 0.08 2500 2400 d 0.64912
GaAs 1.43 8800 400 Z 0.565315 13.2 | 4.5x10" | 9.5x10"
InAs 0.36 33000 460 z 0.605838 14.6
AIN 6.2 300 14 w 0.498 9.1 6.2x10" | 4.9x10”
GaN 3.4 400 150 w 0.3133/0.5187 8.9 2.2x10"% | 4.6x10"
InN 0.7 20 W 0.3536/0.5701 15.3 | 9.1x10" | 5.2x10"
GaP 2.26 300 150 Z 0.54505 11.1 1.8x10" | 1.9x10"
InP 1.27 4600 150 Z 0.586875 12.4 | 5.7x10" | 1.1x10"
ZnS 3.54 180 4 z 0.54093 8.9
ZnSe 2.58 540 28 Z 0.56676 9.2
CdS 2.42 250 15 Z 0.55818 8.9
CdSe 1.73 650 Z 0.605 10.2

480



Carrier concentration (cm”)

ANEXE

Anexa 7. Rezistivitatea semiconductorilor vs concentratia impuritatilor

-
o_
s

from
© Thurber, Matts, L, and Féiben, National Buresu of Standards Special Publication 400-64,

Tocalcuate values, we use car

The Relation: ty
Siicon (May 1981), Table 10, Page 34 and Table 14, Page 40.

Te date ger we use camer
from D. B, Curiss, Bell System Technical Joumal (March 1961) Page 508
For numencal values. go to hitp /www solecon com/sra/rho2ccal htm

Resistivity (ohm-cm)

RESISTIVITY (2 - cm)
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